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Modeélisation

Etude du comportement d’'une capacité MOS sur un substrat de silicium de
type p faiblement dopé avec du SiO2 dépose par pulvérisation cathodique Diagramme de ., _
RF, dans le cadre d’applications de puissance a basse température, notam- I’échantillon Modele electrique
ment entre 20 K et 100 K. Les données montrent qu’'une forte densité de

charges piégées a l'interface peut affecter differemment la capacité du sys- I Ry

teme en fonction de la tension appliquee et de la température, notamment par
I"apparition d’'une bosse dans la zone de déeplétion a basse température. Des
études ont été menees sur un effet d’hystéreésis, ainsi que sur la réduction des
charges piegees en fonction de la tension appliqguée pendant la descente en
tempeérature du systeme, dans le but de réduire |'effet de bosse.
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Silicium type p

MOS pour des applications de puissance cryo
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A des temperatures cryogeniques, la géneration thermique de porteurs et Rox
les vibrations des atomes sont réeduites, ce qui entraine une diminution des
courants de fuite et une amélioration de la mobilité des porteurs dans les
dispositifs MOS. Diagramme de bandes
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Résultats

[Hu, C. (2010). Modern semiconductor devices for
integrated circuits / Chenming Calvin Hu. Prentice Hall.]
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Problemes et limitations de la fabrication

* Rugosité * Résistance mécanique
« Stoechiométrie

Analyse DRX
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Conclusions

Un modele de diagramme de bandes est utilisé pour illustrer I'impact des
pieges d’interface sur la capacite mesurée d’'un MOS.

A partir de 100K, un effet de bosse devient visible lorsque I'échantillon est

en déplétion.
La tension appliguée pendant la descente de temperature influence cet ef-
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Des études sont prévues pour évaluer la densité des pieges et les charges

pad structures.] e , ey :
piégées afin de quantifier 'impact de la tension sur les pieges.
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